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Abstract (en)
The invention relates to thin film resistors of high value deposited on the substrates of integrated circuits or of microwave hybrid circuits. The
method uses a metal silicide, of general form Mx Siy or Mx M'x' M''x" Siy, as starting material. The metal silicide is nitrided inside the sputtering
apparatus, by a plasma of nitrogen in argon. The deposit obtained comprises a mixture of resistive metal, and of insulating silicon nitride Sia Nb. The
concentration of nitrogen in the argon, the proportions of metal (x) and of silicon (y) in the silicide, and the power density of the vaporisation source,
by regulating the activity of the plasma, make it possible to regulate the resistivity of the thin film. Application to (Si, Ga As) integrated circuits and to
microwave hybrid circuits, on Al2 O3 or Be O.

Abstract (fr)
L'invention concerne les résistances en couche mince, de valeurs élevées, déposées sur des substrats de circuits intégrés ou de circuits hybrides
hyperfréquences. Le procédé selon l'invention utilise comme matériau de départ un siliciure métallique, de forme générale Mx Siy ou Mx M'x' M"x'
Siy. Le siliciure métallique est nitruré, dans l'appareil de pulvérisation par un plasma d'azote dans l'argon. Le dépôt obtenu comporte un mélange
de métal, résistif, et de nitrure de silicium Sia Nb, isolant. La concentration d'azote dans l'argon, les proportions de métal (x) et de silicium (y) dans
le siliciure et de la densité de puissance de là source d'évaporation, en réglant l'activité du plasma, permettent de régler la résistivité de la couche
mince. Application aux circuits intégrés (Si, Ga As) et aux circuits hybrides hyperfréquences, sur Al2 03 ou Be 0.
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